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Plan d’'etude

« Pourguel?

 |_e procede d'assemblage de substrats par
soudure eutectique

« e film getter

« |_Les connections electrigues

« Conclusion et perspectives




Pourquel?

Assemblage de substrats => collectif
Protection contre I'environnement

Amelioration des perfermances des systemes
encapsules

Controle et test integre

Connexions électriques
Soudure Cavité Getter Capot

Microsysteme , . Substrat
Separation des puces




Le precedé d'assemblage de
Supstrats par seudure eutectigue

« Choix des materiaux :
« Alllage eutectigue Au-Si (19% de Si, T=363°C)
« Couches etudiés

Or 100 a 300nm

Barriere de diffusion Pt ou Ni: 10 a 30nm (facultatif)

Couche d’adhésion Ti : 10nm
SIO;, : 500nm (facultatif)

Substrat Si: 500 pm




Normalized Yield

Le procede d'assemblage de
Supstrats par seudure eutectigue

« Cholx des matériaux :

= Alllage eutectigue Au-Si (19% de Si, T.=363°C)
= Couches étudiés

= Caracterisation des couches recuites (RBS, resistivite,
RX, rugosité rms)
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e precede drassemblage de

Supstrats par seudure eutectigue

« Determinations des conditions experimentales
pour la soudure

Bonder : EVG-501

T°C : 380°C a 450°C

Temps de soudure : 15min a
120min

Pression residuelle : 10~ mBar Q _
Pression appliguee : 1500 a ™
3500N Empilement Au/ Ti/SiO2/Si

= Au/Ti => scellement peu adherent

« AU/TI/SIOZ2 & Au/Pt/Ti => scellement
tres adhérent

« AU/NI/TI => non scellé

Empilement Au/ Ti/Si




Le precedée d'assemblage de
Supstrats par seudure eutectique

« Assemblage de cavites sous vide
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Le precede d'assemblage de
Supstrats par seudure eutectigue

« Caracterisation de I'assemblage

Substrat

Vide résiduel mesuré par

profilométrie optique : Déflexion en fonction de la
5.10° mBar pression externe du capot en
silicium

Maximum Deflection (nm)
: R,

o 4]

T
=
=
=]
£
B
8
E
=
E
=
=

0 L+ vl
0.01 0.1 ’ 10 100
External pressure (mBar)




Etude d’'un film getter

= Pression stable dans le temps (10 a 20 ans)
= Pression dans la cavite plus faible (10-* mBar)

Image de cavités dans un
substrat de silicium
intégrant un film getter et
encapsulées avec un
substrat de verre

O apparu (10716 atm/cm2)
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Quantité d’oxygene incorporé dans
le film getter en fonction de la
température de recuit mesure par
spectrométrie RBS




Realisations des connections
electrigues

« Vias (gravure RIE profonde)

| !,
—L 362 ym

379

AccV  Spot Magn DtWDI—| 100 pm

15.0kv 2.0 200x SE 7.0

Vue en coupe d’'une matrice de vias Vue en coupe d’'un

via




Realisations des connections
electrigues

« Metallisation des vias
« Depot par pulverisation cathoedigue d’'une couche

metalligue

« Depot eélectrochimigue de cuivre (partiel)
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Realisations des connections
electrigues

O
25 im

Micro analyse X en coupe sur des echantillons assem  blés

par soudure eutectique
- Cordon adapte aux besoins




Conclusion et perspectives

« Conclusion

« Reéalisation de cavités sous vide

« Mise en place d’'un getter
« Developpement de connections electriques

« Perspectives
« Encapsulation d’un microsysteme dans la cavité (en cours)
« Getter : mesure de la pression interne (a I'aide d’'un
microsysteme)
« Via : caracterisation de la résistivite de la connection




